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【緒言】 

Al 誘起成長は Al とアモルファスシリコン(a-Si)を用いて多結晶シリコン(poly-Si)薄膜を作製す

る技術であり、固相エピタキシャル成長法は Si結晶上に低温成膜した a-Siに熱処理を行うことに

よりエピタキシャル成長させる技術である。どちらの技術も Siを溶解させる必要が無いため比較

的低温で行えるプロセスである。よって両者を組み合わせることによりガラスなどの低コスト基

板上に高品質な poly-Si膜を作製出来ることが期待される。 

本研究では AIC により作製した poly-Si 薄膜上へ a-Si を堆積させ、熱処理を行うことによりエ

ピタキシャル成長するのかを検討したので報告する。 

【実験方法】 

マグネトロンスパッタ法により石英ガラス基板(面積:18×18mm2, 厚さ:300m)にAlと a-Siを堆

積させ、450-575℃で熱処理を行うことで Al /poly-Si/SiO2 とした。そして試料表面の Al 層を

H2O:HCl=1:1 の溶液を用いてエッチングし、スパッタリングにより a-Si を堆積することで a-Si 

/poly-Si/SiO2とした。これを 475-600℃で熱処理した後、ラマン分光法などにより a-Siの結晶化を

観察した。 

【結果】 

a-Si/poly-Si/SiO2=300nm/100nm/30

0mの試料を 600℃で熱処理した

試料のラマンスペクトルを Fig.1

に示す。520cm-1の Si 結晶のピー

クが観測される領域と観測され

ない領域があることがわかった。

520cm-1のピーク強度の 2 次元マ

ッピングの結果を Fig.2に示す。こ

れらにより、固相成長による a-Si

の結晶化が不均一に生じていることがわかった。講演では、AIC の多結

晶組織との関係や、異なる熱処理条件の影響などについて述べる予定である。 

 

Fig.1.ラマンスペクトル 
Fig.2. 520cm-1のピーク強度の 

2次元マッピング 
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